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第 1 章では、本研究の背景と目的ならびに研究の概要について述べている o






第 4 章では、本方法を光エレクトロニクスにおいて基本的な半導体ヘテロ接合である GaAIAs/GaAs の界面に適
用し、その光電流特性について検討を行っている。まず接合界面で発生する光励起電流の基本特性を調べ、つぎに自
由電子レーザの波長を変化させることにより光励起電流スペクトルが得られることを示している。
第 5 章では、 GaAIAs/GaAs における光励起電流スペクトルの解析について検討しているo 第 2 章で構築したモ
デルを用いて解析し、 GaAIAs/GaAs 界面のエネルギーバンド構造を評価している o


















(4) 光学素子への応用として重要な ZnSe/GaAs 及び ZnMgSSe/GaAs ヘテロ接合の場合に適用することにより、
青色半導体レーザについての重要な設計指針が得られることを明らかにし、本評価方法の有用性を示している。
以上のように本論文は、半導体ヘテロ界面のエネルギーバンド構造に関して、その評価技術の高精度化が可能であ
ることを明らかにしたもので、半導体工学の発展に寄与するところが大きし、。よって本論文は博士論文として価値あ
るものと認めるo
円。
